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1. (1,0) O gréfico da Figura 1 mostra a tensao entre porta e fonte de um MOSFET de poténcia (vgs), usado
para comutar uma carga ligada a uma fonte de 300V, durante o chaveamento do estado aberto para o

fechado. Calcule qual é a capacitancia aproximada de porta-fonte (Cgg) e de dreno-porta (Cep).
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Figura 1: Tensao porta-fonte de um MOSFET de poténcia, utilizado para chaveamento.

2. (2,0) Dois diodos foram associados em série para se obter uma tensao de bloqueio maior do que a de um
unico deles. A tensao de bloqueio garantida de cada diodo é de 500V. Sabendo-se que a corrente de fuga
dos diodos esta entre 100 e 200A, qual o valor méaximo de tensao que pode-se aplicar a essa associagao,
quando utiliza-se resistores de equalizagao de 1MQ?

3. Na Figura é mostrado o circuito de acionamento do transistor Q7. O ganho de corrente na regiao de
trabalho, quando o transistor estd ligado é 10. O ganho de corrente de Q6 é 20 nessa mesma regiao. O
conjunto é utilizado para comutar uma carga de 150A em uma tensdo de 450V. Considere uma queda de
tensao de 0,7V em cada diodo quando polarizado diretamente, 1,2V na jungao base-emissor de Q7 e Q6,

0,6 na jungao base-emissor dos demais transistores e 0,1V quando saturados.

a) (1,0) Qual é o tipo de transistor Q77
b) (2,0) Qual a fungao de D1, D2, D3 e D4?
¢) (4,0) Aplicando-se 5V e 0V no terminal IN, complete a tabela abaixo:
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